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특허청구의 범위

청구항 1 

복수의 도통 단자를 포함하는 트랜지스터와, 상기 트랜지스터의 하나의 도통 단자로부터 인출된 인출 배선과,

전극과, 저장 용량 배선과, 상기 저장 용량 배선으로부터 연신되는 연신부를 구비하고,

상기 연신부의 일부와 상기 인출 배선의 일부가 절연층을 개재하여 중첩되는 중첩부가 마련되고,

평면 형상을 보았을 때, 상기 중첩부가 실질적으로 전극의 비형성 영역에만 배치되어 있는 액정 디스플레이.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 전극이 화소 전극인 액정 디스플레이.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 전극의 비형성 영역은 전극의 슬릿인 액정 디스플레이.

청구항 4 

제3항에 있어서,

상기 슬릿은 액정 분자 배향 제어용 슬릿인 액정 디스플레이.

청구항 5 

복수의 도통 단자를 포함하는 트랜지스터와, 상기 트랜지스터의 하나의 도통 단자로부터 인출된 인출 배선과,

화소 전극과, 저장 용량 배선과, 상기 저장 용량 배선으로부터 연신되는 연신부를 구비하고,

상기 연신부의 일부와 상기 인출 배선의 일부가 절연층을 개재하여 중첩되는 중첩부가 마련되고,

평면 형상을 보았을 때, 상기 중첩부가 실질적으로 화소 전극의 비형성 영역에만 배치되어 있는 액티브 매트릭

스 기판.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은, 액정 표시 장치 등의 표시 장치에 이용되는 액티브 매트릭스 기판에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

도 15는, 액정 표시 장치에 이용되는 종래의 액티브 매트릭스 기판의 구성이다. 동 도면에 나타내는 바와 같이,[0002]

액티브 매트릭스 기판(100)에는 교차 배치된 복수의 주사 신호선(116) 및 복수의 데이터 신호선(115)과, 각 신

호선(115·116)의 교점 근방에 형성된 TFT(112)(Thin Film Transistor: 박막 트랜지스터)와, 화소 전극(117)을

구비한다. TFT(112)는 그 소스 전극(119)이 데이터 신호선(115)에 접속되고, 그 드레인 전극(108)이 드레인 인

출 전극(107)을 통해 화소 전극(117)에 접속된다. 한편, 주사 신호선(116)은 TFT(112)의 게이트 전극을 겸하고

있다.

드레인 인출 전극(107)과 화소 전극(117) 사이에 배치되는 절연막에는 홀이 뚫려 있고, 이에 의해 드레인 인출[0003]

전극(107)과 화소 전극(117)을 접속하는 컨택 홀(110)이 형성되어 있다. 화소 전극(117)은 ITO 등의 투명 전극

이며, 액티브 매트릭스 기판 하부에서 조사된 빛(백라이트의 빛)을 투과시킨다.

이  액티브  매트릭스  기판(100)에서는,  주사  신호선(116)으로  보내지는  주사  신호(게이트  ON  전압)에  의해[0004]

TFT(112)가 ON(소스 전극(119)과 드레인 전극(108)이 도통 상태) 상태가 되고, 이 상태에서 데이터 신호선(11
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5)으로 보내지는 데이터 신호(신호 전압)가 소스 전극(119), 드레인 전극(108) 및 드레인 인출 전극(107)을 통

해 화소 전극(117)에 기입된다. 한편, 저장 용량(Cs) 배선(118)은 TFT(112)의 오프 기간 중에 있어서의 액정층

의 자기 방전을 피하는 등의 기능을 가진다.

이와 같은 액티브 매트릭스 기판(100)의 제조 프로세스에 있어서, 이물질이나 막 잔여물 등에 의해 TFT(112)의[0005]

소스 전극(119)과 드레인 전극(108) 사이에서 단락(누설)이 발생하는 경우가 있다. 이와 같은 TFT 불량이 발생

하면, 화소 전극(117)에 정상적인 전압(드레인 전압)이 인가되지 않게 되어, 액정 표시 장치에서 화소 결함(휘

점이나 흑점)이 되어 나타난다. 이에 의해, 액정 표시 장치의 제조 수율이 저하된다.

이 TFT 불량을 구제하는 기법으로서, 1개의 화소에 대하여 복수의 TFT를 병렬로 접속하여 용장 구조로 하는 구[0006]

성이 제안되어 있다(특허 문헌 1 참조).

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 특허문헌1:일본공개특허공보‘특개평7-199221호공보(공개일:1995년8월4일)’ [0007]

발명의 내용

해결하려는 과제

특허 문헌 1에 기재된 액정 표시 장치는 복수의 TFT(액티브 소자)를 병렬배치함으로써 용장성을 갖게 하는 것으[0008]

로, TFT와 주사 신호선 사이의 기생 용량이 증가하는 이와 같은 용장 구조는 최근과 같이 신호 기입 주파수가

높아지면, 표시 품위(특히 동영상 표시)의 저하를 초래한다는 문제가 있다. 게다가, 용량 부하가 늘어나기 때문

에 소비 전력이 증가하고, 또한 TFT를 병렬로 복수 마련하기 때문에 개구율이 저하되는 문제도 있다. 

본 발명은 상기 과제에 착안하여 이루어진 것으로, 그 목적은 TFT 불량(예를 들어, 소스 전극과 드레인 전극의[0009]

단락)을 수정할 수 있고, 또한 고속 표시에 대한 대응 및 소비 전력의 억제를 실현할 수 있는 액티브 매트릭스

기판을 제공하는 것에 있다. 

과제의 해결 수단

본 발명의 액티브 매트릭스 기판은, 상기 과제를 해결하기 위하여, 트랜지스터와, 이 트랜지스터의 일방의 도통[0010]

전극에 접속되는 화소 전극과, 저장 용량 배선을 구비한 액티브 매트릭스 기판으로서, 상기 트랜지스터의 일방

의 도통 전극으로부터 인출된 인출 배선과, 상기 저장 용량 배선으로부터 인출된 수정용 배선을 구비하고, 이

수정용 배선은 절연층을 개재하여 상기 인출 배선의 일부와 겹쳐 있는 것을 특징으로 한다.

본 구성에 따르면, 트랜지스터에 동작 불량이 발생한 경우에 상기 절연층을 관통시켜 수정용 배선 및 인출 배선[0011]

을 접속함과 함께, 이 인출 배선을 화소 전극과의 접속부(예를 들어, 컨택 홀) 및 상기 일방의 도통 전극 사이

에서 단선시킴으로써, 결함 화소의 화소 전극을 트랜지스터로부터 분리하면서 이 화소 전극을 상기 수정 배선

및 인출 배선을 통해 저장 용량 배선에 접속할 수 있다. 이에 의해, 결함 화소의 화소 전극을 저장 용량 배선의

전위로 떨어뜨릴 수 있다. 따라서, 본 액티브 매트릭스 기판을 예를 들어 노멀리-블랙의 액정 표시 장치에 이용

한 경우에는, 동작 불량이 발생한 화소(결함 화소)를 흑점화하여 이것을 눈에 띄기 어렵게 할 수 있다. 

또한, 상기 구성에서는, 저장 용량 배선으로부터 수정용 배선을 인출하는 것이므로, 액티브 소자를 병렬로 배치[0012]

하는 종래의 구성과 비교하여 용량 부하 증가를 대폭 억제할 수 있다. 이에 의해, 고속 구동에 대한 대응이 가

능해지고, 불필요한 소비 전력 증가도 피할 수 있다. 

본 발명에서는, 상기 트랜지스터가 전계 효과 트랜지스터(TFT 포함)이며, 상기 인출 배선이 전계 효과 트랜지스[0013]

터의 드레인 전극(상기 일방의 도통 전극)에 접속되는 구성으로 할 수 있다. 

본 발명에 있어서는, 상기 인출 배선은, 수정용 배선과 중첩되는 부분과 일방의 도통 전극 사이에 형성되는 컨[0014]

택 홀에 의해 상기 화소 전극에 접속되어 있는 것이 바람직하다. 예를 들어, 상기 수정용 배선의 단부와 상기

인출 배선의 단부가 겹치는 구성으로 한다. 

이렇게 하면, 컨택 홀을 별도의 장소에 마련하는 경우와 비교하여 인출 배선(차광성)을 짧게 할 수 있다. 따라[0015]
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서, 본 액티브 매트릭스 기판의 개구율을 향상시킬 수 있다. 이 경우, 상기 화소 전극에는 절결부(혹은 관통홀

부)가 형성되고, 이 절결부의 적어도 일부가 상기 인출 배선의 컨택 홀까지의 부분과 겹쳐 있는 것이 바람직하

다. 이렇게 하면, 트랜지스터에 동작 불량이 발생한 경우에, 인출 배선을 절결부와 중첩되는 부분(위에 화소 전

극이 없는 부분)에서 절단할 수 있어 절단 공정이 용이해진다. 또한, 이 절결부는 화소 전극의 엣지 부분에 형

성되어 있는 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 절결부가 표시에 미치는 영향을 가급적 작게 할 수 있다. 또한, 대

향 기판과 조립되었을 때에, 상기 절결부의 적어도 일부가 이 대향 기판이 가지는 블랙 매트릭스와 중첩되는 것

이 바람직하다. 이렇게 하면, 절결부에 의한 광 누출을 블랙 매트릭스에 의해 방지할 수 있다. 

본 발명에 있어서는, 상기 인출 배선은, 상기 컨택 홀 내에 전극이 형성되어 있지 않은 관통홀부를 가지는 구성[0016]

으로도 할 수 있다. 이렇게 하면, 본래 차광 부분인 컨택 홀에 광투과 부분을 형성할 수 있다. 따라서, 본 액티

브 매트릭스 기판의 개구율을 향상시킬 수 있다. 이 경우, 상기 컨택 홀의 개구부는 상기 관통홀부와 교차하는

연신 형상인 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 제조 공정에서 발생하는 위치 어긋남에 강해져, 광투과 부분을 가

지면서도 인출 배선 및 화소 전극의 접촉 면적을 충분히 담보할 수 있는 컨택 홀을 실현할 수 있다. 

본 발명에 있어서는, 상기 저장 용량 배선은, 트랜지스터의 다른 일방의 도통 전극에 접속되는 데이터 신호선을[0017]

따르도록 연신되어 있고, 이 연신 부분이 상기 화소 전극의 엣지와 중첩되어 있는 것이 바람직하다. 이렇게 하

면, 이 연신 부분에 의해 화소 전극 및 데이터 신호선 간의 전계를 차폐 혹은 약하게 할 수 있다. 따라서, 본

액티브 매트릭스 기판을 표시 장치에 적용했을 때에, 그 표시 품위를 향상시키는 것이 가능해진다. 

본 발명에 있어서는, 상기 화소 전극에는, 전극이 형성되어 있지 않은 액정 분자 배향 제어용 슬릿이 마련되고,[0018]

(기판면의 법선 방향에서 보았을 때에)수정용 배선의 적어도 일부가 상기 액정 분자 배향 제어용 슬릿과 중첩되

어 있는 것이 바람직하다. 

이와 같이 액정 분자 배향 제어용 슬릿을 화소 전극에 마련함으로써, 본 액티브 매트릭스 기판을 액정 표시 장[0019]

치에 적용했을 때에 광시야각화를 실현시킬 수 있다. 

또한, 화소 전극의 슬릿 하부에 수정용 배선을 형성함으로써, 프린지 필드 효과를 높일 수 있다. 또한, 화소 전[0020]

극의 슬릿은 광투과 영역(개구부)으로서 기능하고 있지 않은 영역이기 때문에, 수정용 배선을 이 슬릿과 겹치도

록 형성함으로써 저장 용량 배선의 연신(인출)에 의한 개구율 저하를 피할 수 있다. 

본 액티브 매트릭스 기판은, 액정 분자 배향 제어용 돌기를 가지는 대향 기판과의 조립이 가능하고, 상기 수정[0021]

용 배선은 적어도 그 일부가 상기 액정 분자 배향 제어용 돌기와 중첩되도록 형성되어 있는 것이 바람직하다.

이와 같이 액정 분자 배향 제어용 돌기를 대향 기판(대향 전극)에 마련함으로써, 본 액티브 매트릭스 기판을 액[0022]

정 표시 장치에 적용했을 때에, 광시야각화를 실현시킬 수 있다. 또한, 액정 분자 배향 제어용 돌기는 광투과

영역(개구부)으로서 기능하고 있지 않은 영역이기 때문에, 수정용 배선을 이 액정 분자 배향 제어용 돌기와 겹

치도록 형성함으로써, 저장 용량 배선의 연신(인출)에 의한 개구율 저하를 피할 수 있다. 

본 발명에 있어서는, 상기 화소 전극에는, 전극이 형성되어 있지 않은 액정 분자 배향 제어용 슬릿이 마련되고,[0023]

상기 인출 배선의 적어도 일부가 상기 액정 분자 배향 제어용 슬릿과 중첩되어 있는 것이 바람직하다. 

이와 같이 액정 분자 배향 제어용 슬릿을 화소 전극에 마련함으로써, 본 액티브 매트릭스 기판을 액정 표시 장[0024]

치에 적용했을 때에, 광시야각화를 실현시킬 수 있다. 

또한, 화소 전극의 슬릿은 광투과 영역(개구부)으로서 기능하고 있지 않은 영역이기 때문에, 상기 인출 배선을[0025]

이  슬릿과  겹쳐지도록  형성함으로써  인출  배선에  의한  개구율  저하를  피할  수  있다.  이  경우,  상기  인출

배선을, 상기 일방의 도통 전극과 상기 컨택 홀 사이에서 상기 액정 분자 배향 제어용 슬릿과 중첩하도록 형성

해 두는 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 트랜지스터에 동작 불량이 발생한 경우에, 인출 배선을 액정 분자 배향

제어용 슬릿과의 중첩 부분(즉, 위에 화소 전극이 없는 부분)에서 절단할 수 있어 편리하다(절단 공정이 용이하

다). 

본 액티브 매트릭스 기판은, 액정 분자 배향 제어용 돌기를 가지는 대향 기판과의 조립이 가능하고, 상기 인출[0026]

배선은 적어도 그 일부가 상기 액정 분자 배향 제어용 돌기와 중첩되도록 형성되어 있는 것이 바람직하다. 

이와 같이 액정 분자 배향 제어용 돌기를 대향 기판(대향 전극)에 마련함으로써, 본 액티브 매트릭스 기판을 액[0027]

정 표시 장치에 적용했을 때에, 광시야각화를 실현시킬 수 있다. 또한, 액정 분자 배향 제어용 돌기는 광투과

영역(개구부)으로서 기능하고 있지 않은 영역이기 때문에, 상기 인출 배선(차광성)을 이 액정 분자 배향 제어용
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돌기와 겹치도록 형성함으로써, 인출 배선에 의한 개구율 저하를 피할 수 있다.

본 액티브 매트릭스 기판은, 트랜지스터와, 이 트랜지스터의 일방의 도통 전극에 접속되는 화소 전극과, 저장[0028]

용량 배선을 구비한 액티브 매트릭스 기판으로서, 상기 저장 용량 배선을 연신하고, 이 저장 용량 배선의 연신

부와 상기 인출 배선이 절연층을 개재하여 중첩되는 중첩부를 마련함으로써, 상기 절연층의 관통에 의한 상기

연신부 및 인출 배선의 접속을 가능하게 한 것을 특징으로 한다고 표현할 수도 있다. 

본 액티브 매트릭스 기판은, 각 화소 영역에, 제1 및 제2의 트랜지스터와, 제1의 트랜지스터의 일방의 도통 전[0029]

극에 접속되는 제1의 화소 전극과, 제2의 트랜지스터의 일방의 도통 전극에 접속되는 제2의 화소 전극과, 제1

및 제2의 저장 용량 배선을 구비한 액티브 매트릭스 기판으로서, 상기 제1의 트랜지스터의 일방의 도통 전극으

로부터 인출된 제1의 인출 배선과, 상기 제1의 저장 용량 배선으로부터 인출된 제1의 수정용 배선과, 상기 제2

의 트랜지스터의 일방의 도통 전극으로부터 인출된 제2의 인출 배선과, 상기 제2의 저장 용량 배선으로부터 인

출된 제2의 수정용 배선을 구비하고, 상기 제1의 수정용 배선은 절연층을 개재하여 상기 제1의 인출 배선의 일

부와 겹치고, 상기 제2의 수정용 배선은 절연층을 개재하여 상기 제2의 인출 배선의 일부와 겹쳐 있는 구성으로

도 할 수 있다. 

상기 구성에 있어서는, 1개의 화소가 2개 이상의 부화소로 분할되고, 부화소 각각이 개별적으로 구동된다(소위[0030]

멀티 화소 구동). 이 구성에서는, 부화소의 총 휘도를 가지고 표시를 행하기 때문에, 예를 들어 1개의 부화소를

수정하여 흑점화하더라도 화소 전체는 흑점이 되지 않는다. 따라서, 결함 화소를 보다 눈에 띄기 어렵게 할 수

있다.

본 발명의 표시 장치는, 상기 액티브 매트릭스 기판을 구비하는 것을 특징으로 한다. [0031]

본 발명의 TV 수상기는, 상기 표시 장치와, TV 방송을 수신하는 튜너부를 구비하는 것을 특징으로 한다. [0032]

본 발명의 액티브 매트릭스 기판의 결함 수정 방법은, 트랜지스터와, 이 트랜지스터의 일방의 도통 전극에 접속[0033]

되는 화소 전극과, 저장 용량 배선을 구비한 액티브 매트릭스 기판의 결함을 수정하는 액티브 매트릭스 기판의

결함 수정 방법으로서, 상기 트랜지스터의 일방의 도통 전극에 접속되는 인출 배선을 형성함과 함께, 상기 저장

용량  배선  혹은  이에  접속되는  수정용  배선을  상기  인출  배선의  일부와  절연층을  개재하여  중첩되도록

형성하고, 또한 상기 인출 배선을 컨택 홀에 의해 화소 전극에 접속해 두고, 상기 트랜지스터에 동작 불량이 발

생한 경우에는 상기 절연층을 관통시켜 인출 배선 및 저장 용량 배선을 접속함과 함께, 이 인출 배선을 상기 일

방의 도통 전극 및 컨택 홀 사이에서 단선시키는 것을 특징으로 한다.

상기 방법에 따르면, 상기 트랜지스터에 동작 불량이 발생한 경우에, 화소 전극과 수정용 배선을 인출 배선을[0034]

통해 접속하고, 결함 화소의 화소 전극을 저장 용량 배선의 전위로 떨어뜨릴 수 있다. 따라서, 예를 들어 노멀

리-블랙의 액정 표시 장치에 이용한 경우에는, 동작 불량이 발생한 화소(결함 화소)를 흑점화하여 이것을 눈에

띄기 어렵게 할 수 있다. 상기 방법에서는, 상기 단선을 화소 전극의 엣지 부분과 중첩되는 위치에서 행하는 것

이 바람직하다. 또한, 상기 화소 전극에 상기 단선을 행하는 개소와 중첩되는 절결부를 형성해 두는 것이 바람

직하다. 

상기 방법에 있어서는, 화소 전극에, 전극이 형성되어 있지 않은 액정 분자 배향 제어용 슬릿이 마련되는 경우[0035]

에, 상기 단선을 행하는 개소가 이 액정 분자 배향 제어용 슬릿과 중첩되도록 상기 인출 배선을 형성해 두는 것

이 바람직하다. 이렇게 해 두면, 단선 공정이 용이하다.

이상과 같이, 본 액티브 매트릭스 기판에 따르면, 트랜지스터에 동작 불량이 발생한 경우에 화소 전극과 저장[0036]

용량 배선을, 수정용 배선 및 인출 배선을 통해 접속할 수 있다. 이에 의해, 예를 들어 노멀리-블랙의 액정 표

시 장치에 이용한 경우에는, 동작 불량이 있는 화소(결함 화소)를 흑점화하여 이것을 눈에 띄기 어렵게 할 수

있다. 이에 의해, 수율을 향상시킬 수 있다. 또한, 상기 구성에서는, 액티브 소자를 병렬로 배치하는 종래의 구

성과 비교하여 용량 부하 증가를 대폭 억제할 수 있다. 이에 의해, 고속 구동에 대한 대응이 가능해지고, 불필

요한 소비 전력의 증가도 피할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 실시형태에 따른 액티브 매트릭스 기판의 구성을 나타내는 평면도이다.[0037]

도 2는 본 액티브 매트릭스 기판의 구조를 나타내는 단면도이다.

도 3은 본 액티브 매트릭스 기판의 구조를 나타내는 단면도이다.
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도 4는 본 실시형태에 따른 액티브 매트릭스 기판(결함 수정 후)의 구성을 나타내는 평면도이다. 

도 5는 본 액티브 매트릭스 기판의 구성예를 나타내는 평면도이다.

도 6은 본 액티브 매트릭스 기판의 구성예를 나타내는 평면도이다.

도 7은 본 액티브 매트릭스 기판의 구성예를 나타내는 평면도이다.

도 8은 본 액티브 매트릭스 기판의 구성예를 나타내는 평면도이다.

도 9는 본 액티브 매트릭스 기판의 구성예를 나타내는 평면도이다.

도 10은 본 액티브 매트릭스 기판을 구비하는 액정 패널의 단면도이다.

도 11은 본 실시형태에 따른 액정 표시 장치의 구성을 나타내는 블록도이다. 

도 12는 본 실시형태에 따른 TV 수상기의 구성을 나타내는 블록도이다.

도 13은 본 실시형태에 따른 TV 수상기의 구성을 나타내는 사시도이다.

도 14는 본 액티브 매트릭스 기판의 구성예를 나타내는 평면도이다. 

도 15는 종래의 액티브 매트릭스 기판의 구성을 나타내는 평면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 일 실시형태를 도 1 내지 도 14를 참조하면서 설명하면 이하와 같다.[0038]

도 1은, 본 실시형태에 따른 액티브 매트릭스 기판의 구성을 나타내는 (기판 이면으로부터의) 투시 평면도이다. [0039]

도 1에 나타내는 바와 같이, 액티브 매트릭스 기판(10)에는, 서로 직교하도록 도면 중 좌우 방향으로 형성된 복[0040]

수의 주사 신호선(16) 및 도면 중 상하 방향으로 형성된 데이터 신호선(15)과, 각 신호선(15·16)의 교점 근방

에 형성된 TFT(12)(Thin Film Transistor: 박막 트랜지스터)와, 화소 전극(17)을 구비한다. TFT(12)는, 그 소

스 전극(9)이 데이터 신호선(15)에 접속되고, 그 드레인 전극(8)이 드레인 인출 배선(7)(인출 배선)을 통해 화

소 전극(17)에 접속된다. 한편, 주사 신호선(16)은, TFT(12)의 게이트 전극을 겸하고 있다. 이 TFT 온 게이트

구조에 의해 개구율을 향상시킬 수 있다. 화소 전극(17)은 ITO 등의 투명 전극이며, 액티브 매트릭스 기판(10)

하부에서 조사된 빛(백라이트의 빛)을 투과시킨다. 

이  액티브  매트릭스  기판(10)에  있어서는,  주사  신호선(16)에  보내지는 주사 신호(게이트 ON  전압)에  의해[0041]

TFT(12)가 ON(소스 전극(9)과 드레인 전극(8)이 도통 상태) 상태가 되고, 이 상태에서 데이터 신호선(15)으로

보내지는 데이터 신호(신호 전압)가 소스 전극(9), 드레인 전극(8) 및 드레인 인출 배선(7)을 통해 화소 전극

(17)에 기입된다. 본 액티브 매트릭스 기판(10)의 각 부분의 상세는 이하와 같다.

화소 전극(17)에는, 액정 분자의 배향을 제어하기 위한 슬릿(액정 분자 배향 제어용 슬릿)(55)이 횡V자 형상(V[0042]

자를 90도 회전시킨 형상)으로 마련되어 있다. 이는 광시야각화를 목적으로 하며, 특히 대형 액정 TV 등에 이용

되는 MVA(Multi-domain  Vertical  Alignment)  방식에 이용되는 구성이다(예를 들어, 일본 특허 공개 제2001-

83523호 공보 참조). 이 MVA 방식은, 액티브 매트릭스 기판의 화소 전극에 슬릿(전극 절제 패턴)을 마련함과 함

께, 대향 기판의 대향 전극에 액정 분자 배향 제어용 돌기(리브)를 마련하고, 이에 의해 형성되는 프린지 필드

(Fringe Field)를 이용하는 것이다. 이 프린지 필드에 의해 액정 분자의 배향 방향을 복수 방향으로 분산시킬

수 있어 광시야각이 실현된다. 한편, 슬릿(55)의 (기판면 수직 방향에서 보았을 때의) 평면 형상으로서는, 도 1

에 나타내는 바와 같이, 일정한 주기로 지그재그로 굴곡된 띠 모양 등을 고려할 수 있다.

저장 용량(Cs) 배선(18)은, 도 1에 있어서, 데이터 신호선(15)과 직교하여 (주사 신호선(16)에 평행하게) 화소[0043]

전극(17)을 횡단하도록 형성되어 있다. 저장 용량 배선(18)으로부터는 수정용 배선(19)이 인출되고, 또한 저장

용량 배선 연신부(20)가 연신되어 있다. 

수정용 배선(19)은, 저장 용량 배선(18)의 중간 정도(화소 전극(17)의 중앙부 하부 부근)로부터 비스듬하게 인[0044]

출되고, 그 단부가 중첩부(57)로 되어 있다. 이 중첩부(57)에서, 드레인 인출 배선(7)의 단부와 수정용 배선

(19)의 단부가 중첩된다. 한편, 저장 용량 배선 연신부(20)는, 데이터 신호선(15)을 따라 화소 전극(17)의 엣지

에 걸치도록 (저장 용량 배선 연신부(20)의 일부가 화소 전극(17)에 중첩되고, 다른 부분이 중첩되지 않도록)

형성되어 있다. 
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여기서, 저장 용량 배선(18)과 화소 전극(17)과 양자 사이에 위치하는 (층간) 절연막에 의해 저장 용량이 형성[0045]

되고, 또한 저장 용량 배선 연신부(20)와 화소 전극(17)과 양자 사이에 위치하는 (층간)절연막에 의해 저장 용

량이 형성된다. 한편, 수정용 배선(19)과 화소 전극(17)과 양자 사이에 위치하는 (층간)절연막에 의해서도 저장

용량이 형성된다. 이들 저장 용량은 화소 전극(17)에 다음 데이터 신호가 입력될 때까지, 화소 전극(17)에 기입

된 전위를 유지하기 위한 보조적인 용량으로서 기능한다. 

또한, 본 액티브 매트릭스 기판(10)에서는, 수정용 배선(19)이 TFT 불량의 수정용으로서(이후에 상술), 저장 용[0046]

량 배선 연신부(20)가 데이터 신호선(15) 및 화소 전극(17) 사이의 전계의 차폐 혹은 저감용으로 이용된다.

한편, 수정용 배선(19)이 저장 용량 배선(18)으로부터 비스듬하게 인출되어 있는 것은, 이 수정용 배선(19)과,[0047]

액티브 매트릭스 기판(10)의 대향 기판(대향 전극)에 마련되는 액정 분자 배향 제어용 돌기(리브)를 중첩시키기

위함이다. 이와 같이, 차광성의 수정용 배선(19)을 마찬가지로 차광성의 배향 제어용 돌기(리브)의 하부에 형성

함으로써, 수정용 배선(19)에 의한 개구율 저하를 피할 수 있다. 또한, 광 누출도 방지할 수 있다. 

드레인 인출 배선(7)은, 중첩부(57)(일방의 단부)와 드레인 전극(8)(다른 일방의 단부) 사이에 컨택 영역 C1·[0048]

C2를 구비한다. 이 컨택 영역 C1에는 컨택 홀(11a)이 형성되고, 이 컨택 홀(11a) 내에서 드레인 인출 배선(7)과

화소 전극(17)이 접속된다. 또한, 컨택 영역 C2에는 컨택 홀(11b)이 형성되고, 이 컨택 홀(11b) 내에서 드레인

인출 배선(7)과 화소 전극(17)이 접속된다. 여기서, 드레인 인출 배선(7)도 상기한 대향 기판(대향 전극)의 액

정 분자 배향 제어용 돌기(리브)와 중첩되도록 형성되어 있다. 이와 같이, 차광성의 드레인 인출 배선(7)을 마

찬가지로 차광성의 리브 하부에 형성함으로써, 드레인 인출 배선(7)에 의한 개구율 저하를 피할 수 있다. 또한,

광 누출도 방지할 수 있다. 

도 2는, 도 1의 TFT(12)의 단면도이다. 동 도면에 나타내는 바와 같이, 유리 기판(60)상에 게이트 전극을 겸하[0049]

는 주사 신호선(16)이 형성되고, 이 게이트 전극상에 게이트 절연막(23)이 형성된다. 이 게이트 절연막(23)상에

는 반도체층(i층)(50)이 형성되고, 이 반도체층(50)상에 드레인 전극(8) 및 소스 전극(9)이 형성된다. 이 드레

인  전극(8)상에는  드레인  인출  배선(7)이  형성되고,  소스  전극(9)상에는  데이터  신호선(15)이  형성된다.

그리고, 드레인 인출 배선(7)상, 드레인 전극(8) 및 소스 전극(9) 사이, 및 데이터 신호선(15)상에 패시베이션

막(26)이 형성되어 있다. 

도 3은, 도 1의 중첩부(57)를 포함한 단면도이다. 동 도면에 나타내는 바와 같이, 유리 기판(60)상에 수정용 배[0050]

선(19)이 형성되고, 이 수정용 배선(19)상에 게이트 절연막(23)을 개재하여 드레인 인출 배선(7)이 형성된다.

이 수정용 배선(19)과 드레인 인출 배선(7)이 게이트 절연막(23)을 개재하여 중첩되는 부분이 중첩부(57)이다.

본 실시형태에서는, 상기 중첩부(57)의 면적을 약 200μ㎡으로 하고 있고, TFT(12)에 단락 등의 불량이 발생한

경우에 절연층(게이트 절연막)(23)을 관통시켜 수정용 배선(19) 및 드레인 인출 배선(7)을 도통시키는 것이 가

능하다. 

이와 같이, 중첩부(57)의 면적을 약 200μ㎡으로 함으로써, 이트륨 알루미늄 가넷(YAG) 레이저 등으로 절연막의[0051]

용융 가공을 행하는 경우에, 충분한 레이저 조사 영역이 확보되고, 수정용 배선(19)과 드레인 인출 배선(7)의

도통 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 또한, 포토리소그래피 공정에서의 미스얼라인먼트(misalignment)에 의한 중첩

부 면적의 변동, 레이저 조사 시에 있어서의 YAG 레이저의 조사 빔 지름의 확장, 레이저 조사 후의 수정용 배선

(19)이나 드레인 인출 배선(7)의 용융 개소가 테이퍼상이 되는 막 형상을 고려한 경우에는, 중첩부의 면적을 어

느 정도 크게 하는 것이 보다 바람직하고, 구체적으로 400μ㎡ 이상인 것이 보다 바람직하다.

드레인 인출 배선(7)상에는 패시베이션 막(26)이 형성된다. 한편, 도 1의 경우에는, 중첩부(57)가 슬릿(55)에[0052]

겹치지 않기 때문에, 패시베이션 막(26)상에 화소 전극(ITO)이 형성된다(이 점은 도시하지 않음).

이하에, 본 실시형태에 있어서의 TFT 불량(화소 결함)의 수정 방법에 대하여 설명한다. [0053]

TFT(12)에 불량이 있던 것으로서 이것을 수정한 후의 액티브 매트릭스 기판을 도 4에 나타낸다. 동 도면에 나타[0054]

내는 바와 같이, TFT(12)에 불량이 발견된 경우, 드레인 인출 배선(7)을 드레인 전극(8) 및 컨택 홀(11b) 사이

에서 단선시킴과 함께, 중첩부(57)에서 게이트 절연막(23)(도 3 참조)을 관통시키고, 수정용 배선(19) 및 드레

인 인출 배선(7)을 도통시킨다. 이에 의해, 수정용 배선(19)과 화소 전극(17)이 드레인 인출 배선의 일부(7r)

및 컨택 홀(11a·11b)을 통해 전기적으로 접속된다. 이에 의해, 화소 전극(17)의 전위를 항상 저장 용량 배선

(18)에 동일하게 할 수 있고, 노멀리 블랙의 액정 표시 장치에서 흑점(휘점에 비해 눈에 띄지 않는다)으로 할

수 있다. 상기 단선 개소는, 드레인 전극(8) 및 컨택 홀(11b)(혹은 컨택 홀(11a)) 사이이면 어디라도 무방하다.

한편,  단선(절단)  개소를  결정해  두고,  그  개소를  미리  가늘게  형성하는  등,  컷팅하기  쉽게  해  두어도
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상관없다.

여기서, 드레인 인출 배선(7)을 절단할 때, 그 상부에 ITO(화소 전극(17))가 존재하지 않는 편이 절단 공정이[0055]

용이하다. 그래서, 도 7과 같이, 드레인 인출 배선(7)을 드레인 전극(8) 및 컨택 홀(11a(11b)) 사이에서 슬릿

(55) 하부를 경유하도록 인출해 두고, 이 슬릿(55) 하부에서 절단을 행하는 것도 가능하다. 또한, 도 9와 같이,

화소 전극(17)의 엣지 부분에 절결부(혹은 관통홀부)(66)를 형성해 두고, 이 하부에서 드레인 인출 배선(7)을

절단할 수도 있다. 화소 전극(17)의 엣지를 대향 기판의 블랙 매트릭스(도 10 참조)와 중첩시키면, 절결부(66)

에 의한 광 누출도 방지할 수 있다. 여기서, 블랙 매트릭스는 TFT의 차광용 블랙 매트릭스와 겸용시킬 수 있기

때문에, 개구율 저하를 억제할 수 있다.

드레인 인출 배선(7)의 컷팅은, 예를 들어 절단 개소에 대하여 액티브 매트릭스 기판(10)의 표면 또는 이면으로[0056]

부터 레이저를 조사함으로써 행해진다(파괴 분리). 사용하는 레이저 파장으로서는, 예를 들어 YAG 레이저의 제4

고조파(파장 266nm)를 들 수 있다. 한편, 드레인 인출 배선(7)과 수정용 배선(19)의 도통(중첩부(57)의 용융)에

는, 도통 개소(중첩부(57))에 대하여 액티브 매트릭스 기판(10)의 표면 또는 이면으로부터 레이저를 조사함으로

써 행해진다. 사용하는 레이저 파장으로서는, 예를 들어 YAG 레이저의 제2 고조파(파장 532nm)를 들 수 있다. 

액티브 매트릭스 기판의 결함은 외관 검사나 전기적 검사 등에 의해 특정할 수 있다. 이 전기적 검사의 일예로[0057]

서, 결정을 전계 중에 놔두면 전계 강도에 따라 결정의 광 투과율이 변화되는 전기 광학 효과를 응용한 기법이

있다. 즉, 전계 강도에 따라 투과율이 선형적으로 변화하는 모듈레이터의 일면에 투명 전극이 형성되고, 그 반

대면은 빛이 반사하도록 반사면이 형성되어 있다. 모듈레이터는, 이 반사면측이 액티브 매트릭스 기판(10)과 대

향하도록 설치되고, 모듈레이터의 전극측에서 조사된 빛은 모듈레이터 내부를 투과하고, 상기 반사면에서 반사

된다. 이 반사광을 CCD(전하 결합 소자: Charge Coupled Devices) 카메라로 수광한다. 이 반사광의 강도에 근거

하여 액티브 매트릭스 기판의 결함 개소를 특정한다. 또한, 외관 검사의 일예로서는, 패턴 인식에 의해 인접한

회소(繪素)끼리 패턴을 비교하여, 차이가 있는 경우에 결함으로 판정하는 방법이 있다.

한편, 액티브 매트릭스 기판의 결함 수정은 적어도 화소 전극을 형성한 후에 행할 수 있고, 드레인 인출 배선[0058]

(7) 형성 후, 채널 에칭 후에 행하는 것도 가능하다. 단, 누설되고 있는 채널을 확실히 전기적으로 분리하고,

우회 경로를 형성하려면, 패널 점등 확인이 가능한 액정층 형성 후(액티브 매트릭스 기판과 컬러 필터 기판을

접합하여 액정을 주입·봉지하고, 액정 패널 상태로 한 후)가 보다 바람직하다.

이하, 본 액티브 매트릭스 기판의 제조 방법의 일예에 대하여 설명한다. 본 실시형태에서는, 유리, 플라스틱 등[0059]

의 투명 절연성 기판(60)상에, 주사 신호선(16)에 접속된 게이트 전극이 마련된다. 단, 본 실시형태에서는 주사

신호선(16)상에 TFT(12)가 마련되어 있기 때문에, 주사 신호선(16)이 TFT(12)의 게이트 전극으로서 기능하고 있

다. 주사 신호선(16)(게이트 전극)은 티타늄, 크롬, 알루미늄, 몰리브덴, 탄탈륨, 텅스텐, 동 등의 금속막, 이

들 합금막, 혹은 이들 적층막을 1000 ~ 3000Å의 막 두께로 스퍼터링법 등의 방법으로 성막하고, 이것을 포토에

칭법 등으로 필요한 형상으로 패터닝함으로써 형성된다. 

또한, 주사 신호선(16)(게이트 전극)의 형성과 동일 공정에서 저장 용량 배선(18), 수정용 배선(19), 저장 용량[0060]

배선 연신부(20)가 형성된다. 이와 같이 동일 공정에서 형성됨으로써, 제조 공정의 단축 및 제조 비용의 저감이

가능해진다. 수정용 배선(19) 및 저장 용량 배선 연신부(20)는 후속 공정에서 상층에 형성되는 드레인 인출 배

선(7)과 겹치도록 형성해 둔다.

또한, 본 실시형태에서는, 주사 신호선(16)(게이트 전극), 저장 용량 배선(18), 수정용 배선(19) 및 저장 용량[0061]

배선 연신부(20)상을 덮도록 게이트 절연막(23)이 마련되어 있다. 게이트 절연막(23)은 질화 실리콘이나 산화

실리콘 등의 절연막에 의해 형성된다. 그 위에는 주사 신호선(16)(게이트 전극)과 겹치도록 아몰퍼스 실리콘이

나 폴리 실리콘 등으로 이루어지는 고저항 반도체층(50)이 마련되고, 또한 오믹 컨택층으로서 소스 전극(9) 및

드레인 전극(8)이 되는 인 등의 불순물을 도핑한 n
+ 
아몰퍼스 실리콘 등으로 이루어지는 저저항 반도체층이 마련

된다. 이들 질화 실리콘이나 산화 실리콘 등의 게이트 절연막(23), 아몰퍼스 실리콘 등의 고저항 반도체층(50),

n
+
 아몰퍼스  실리콘  등의  저저항  반도체층(8·9)은  각각  플라즈마  CVD(화학적  기상  성장)법  등에  의해

성막되고, 포토에칭법 등에 의해 패턴형성된다.

본 실시형태에서는, 예를 들어 게이트 절연막(23)으로서의 질화 실리콘막의 막 두께를 300O ~ 5000Å 정도, 고[0062]

저항 반도체층(50)으로서의 아몰퍼스 실리콘막의 막 두께를 1000 ~ 3000Å 정도, 저저항 반도체층(8·9)으로서

n
+
 아몰퍼스 실리콘막의 막 두께를 400 ~ 700Å 정도로 하였다.
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데이터 신호선(15) 및 드레인 인출 배선(7)은 동일 공정에 의해 형성된다. 데이터 신호선(15) 및 드레인 인출[0063]

배선(7)은 티타늄, 크롬, 알루미늄, 몰리브덴, 탄탈륨, 텅스텐, 동 등의 금속막, 이들 합금막, 혹은 이들 적층

막을 1000 ~ 3000Å의 막 두께로 스퍼터링법 등의 방법으로 형성하고, 포토에칭법 등으로 필요한 형상으로 패턴

형성함으로써 형성된다. TFT(12)는, 아몰퍼스 실리콘막 등의 고저항 반도체층(50), n
+
 아몰퍼스 실리콘막 등의

저저항 반도체층(8·9)에 대하여 데이터 신호선(15) 및 드레인 인출 배선(7)의 패턴을 마스크로 하여, 드라이

에칭으로 채널 에칭을 행함으로써 형성한다.

본 실시 형태에서는, 패시베이션 막(26)(층간 절연막)으로서 질화 실리콘, 산화 실리콘 등의 무기 절연막이 마[0064]

련된다. 예를 들어, 플라즈마 CVD법 등에 의해 성막한 2000 ~ 5000Å 정도의 막 두께의 질화 실리콘막을 이용할

수 있다. 

본 실시형태에서 컨택 홀(11(11a·11b))은, TFT(12), 주사 신호선(16), 데이터 신호선(15), 드레인 인출 배선[0065]

(7)의 상부를 덮도록 형성된 패시베이션 막(26)을 관통하여 형성되어 있다. 컨택 홀(11)은, 포토에칭법 등으로

필요한 형상으로 패시베이션 막(26)을 패터닝함으로써 형성된다. 

본 실시형태에서 화소 전극(17)은, 패시베이션 막(26)의 상층에 형성되고, 예를 들어 ITO, IZO, 산화 아연, 산[0066]

화 주석 등의 투명성을 가지는 도전막을 스퍼터링법 등에 의해 1000 ~ 2000Å 정도의 막 두께로 성막하고, 이것

을 포토에칭법 등으로 필요한 형상으로 패터닝함으로써 형성된다.

본 액티브 매트릭스 기판(10)을  액정 패널화했을 때의 구성을 도 10에 나타낸다.  동 도면에 나타내는 바와[0067]

같이, 본 액티브 매트릭스 기판(10)을 구비하는 액정 패널(80)은,  백라이트 광원측으로부터 순서대로 편광판

(81), 본 액티브 매트릭스 기판(10), 배향막(82), 액정층(83), 컬러 필터 기판(84) 및 편광판(85)을 구비한다.

컬러 필터 기판(84)은, 액정층(83)측으로부터 순서대로 배향막(85), 공통(대향) 전극(86), 착색층(87)(블랙 매

트릭스(99)를 포함), 유리 기판(88)을 구비한다. 그리고, 이 공통(대향) 전극(86)에 액정 분자 배향 제어용 돌

기(리브)(86x)가 마련되어 있다. 액정 분자 배향 제어용 돌기(86x)는, 예를 들어 감광성 수지 등에 의해 형성된

다. 리브(86x)의 (기판면 수직 방향에서 보았을 때의) 평면 형상으로서는, 일정한 주기로 지그재그로 굴곡된 띠

모양(횡V자 형상) 등을 들 수 있다.

여기서, 액정 패널화할 때의 액티브 매트릭스 기판과 컬러 필터 기판 사이에 액정을 봉입하는 방법을 설명한다.[0068]

액정의 봉입 방법에 대해서는, 기판 주변에 액정 주입을 위해 주입구를 마련해 두고 진공 상태에서 주입구를 액

정에 담가 대기 개방함으로써 액정을 주입한 후 UV 경화 수지 등으로 주입구를 봉지하는 진공 주입법 등의 방법

으로 행하여도 된다. 그렇지만, 수직 배향의 액정 패널에서는 수평 배향 패널에 비해 주입 시간이 매우 길어지

기 때문에, 이하에 나타내는 액정 적하 접합법을 이용하는 것이 바람직하다. 먼저, 액티브 매트릭스 기판 주위

에 UV 경화형 씰링 수지를 도포하고, 컬러 필터 기판에 적하법에 의해 액정의 적하를 행한다. 액정 적하법으로

액정에 의해 원하는 셀 갭이 되도록 최적의 액정량을 씰의 내측 부분에 규칙적으로 적하한다. 이어서, 상기와

같이 씰 묘화 및 액정 적하를 행한 컬러 필터 기판과 액티브 매트릭스 기판을 접합하기 위해, 접합 장치 내의

분위기를 1Pa까지 감압하고, 이 감압하에서 기판의 접합을 행한다. 그 후, 분위기를 대기압으로 하여 씰 부분을

눌러 원하는 셀 갭을 얻는다. 이어서, UV 조사에 의해 씰링 수지를 가(假)경화한 후, 씰링 수지의 최종 경화를

행하기 위하여 베이크를 행한다. 이 시점에서 씰링 수지의 내측에 액정이 고루 퍼져 액정이 셀 내부에 충전된

상태가 된다. 그리고, 베이크 완료 후에 패널 단위로 분단을 행하고, 편광판을 접합한다. 이상에 의해, 도 10에

나타내는 바와 같은 액정 패널이 완성된다. 

본 실시형태에서는, 액티브 매트릭스 기판을 도 5와 같이 구성하는 것도 가능하다. 즉, 1개의 화소(P) 안에 2개[0069]

의 부화소(P1·P2)를 마련한다. 부화소(P1)에 있어서, TFT(12a)와, TFT(12a)의 드레인 전극에 접속되는 드레인

인출 배선(7a)과, 화소 전극(17a)과, 저장 용량 배선(18a)이 마련됨과 함께, 화소 전극(17a)이 컨택 홀(11a·

11b)을 통해 드레인 인출 배선(7a)에 접속되고, 또한 저장 용량 배선(18a)으로부터 인출된 수정용 배선(19a)과

드레인  인출  배선(7a)이  절연층을 개재하여 중첩되는 중첩부(57a)가  마련된다.  또한,  부화소(P2)에  있어서,

TFT(12b)와, TFT(12b)의 드레인 전극에 접속되는 드레인 인출 배선(7b)과, 화소 전극(17b)과, 저장 용량 배선

(18b)이 마련됨과 함께, 상기 화소 전극(17b)이 컨택 홀(11x·11y)을 통해 드레인 인출 배선(7b)에 접속되고,

또한 저장 용량 배선(18b)으로부터 인출된 수정용 배선(19b)과 드레인 인출 배선(7b)이 절연층을 개재하여 중첩

되는 중첩부(57b)가 마련된다. 한편, TFT(12a·12b)의 게이트 전극은 모두 주사 신호선(16)이 겸하고 있다. 

여기서, 저장 용량 배선(18a)은 화소 전극(17a)의 주사 신호선(16)의 반대측에서 데이터 신호선(15)과 직각을[0070]

이루는 엣지에 중첩되도록 형성되고, 수정용 배선(19a)은 저장 용량 배선(18a)에 있어서의 데이터 신호선(15)과
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의 교차 부분 근방으로부터 화소 전극(17a) 내에 횡V자(V자를 90도 회전시킨 형상)를 그리도록 인출되고, 그 단

부가 중첩부(57a)가 되어 있다. 또한, 저장 용량 배선(18b)은, 화소 전극(17b)의 주사 신호선(16)의 반대측에서

데이터 신호선(15)과 직각을 이루는 엣지에 중첩되도록 형성되고, 수정용 배선(19b)은 저장 용량 배선(18b)에

있어서의  데이터  신호선(15)과의  교차  부분  근방으로부터  화소  전극(17b)  내에  횡V자(V자를  90도  회전시킨

형상)를 그리도록 인출되고, 그 단부가 중첩부(57b)가 되어 있다. 

도 5와 같은 구성은 멀티 화소 구조로 불린다. 이와 같은 2개 이상의 부화소에 의해 화소를 구성함으로써, 화소[0071]

결함이 발생해 수정을 행하여도 정상 화소 비율의 저하가 억제된다. 본 구성에 따르면, 예를 들어 37인치 960×

540 도트의 표시 장치인 경우, 1화소 사이즈는 284㎛×854㎛이지만, 2개의 부화소로 구성하면 1화소 사이즈는

그 2분의 1이 되어 정상 화소의 비율의 저하를 억제할 수 있다.

이 멀티 화소 구조가 적용되는 경우에는 부화소(P1·P2)의 휘도가 서로 다르게 구동하는 것이 바람직하다. 이렇[0072]

게 하면, 1개의 화소 내에 밝은 부화소 및 어두운 부화소 양쪽 모두가 존재하기 때문에, 면적 계조에 의해 중간

조를 표현할 수 있고, 액정 디스플레이 화면이 비스듬한 시야각에서 하얗게 보이는 현상(white saturation)을

개선할 수 있다. 

이 멀티 화소 구성에 있어서는, 1개의 화소(P)에 서로 반대 위상의 신호 전압이 인가되는 2개 이상의 저장 용량[0073]

배선(18a·18b)이 마련된다. 그리고, 각 저장 용량 배선(18a·18b)은 서로 다른 부화소(P1·P2)의 화소 전극

(17a·17b)과 절연층을 개재하여 중첩된다. 이에 의해, 밝은 부화소 및 어두운 부화소를 형성할 수 있다. 한편,

각 저장 용량 배선(18a·18b)에 인가되는 서로 반대 위상의 신호 전압이란, 복수의 부화소를 가지는 화소에 있

어서, 면적 계조를 조작하기 위해서 이용되는 Cs 파형 전압을 의미하고, 게이트 신호의 오프 후에 용량 결합을

행하는 타이밍에서, 소스로부터 공급되는 드레인 신호 전압(Vs)의 상승에 기여하는 Cs 파형 전압(Cs 극성이 +)

과, Vs의 하강에 기여하는 Cs 파형 전압(Cs 극성이 ―)의 2종류가 있다. 이와 같은 멀티 화소 구조(면적 계조

기술)에 있어서는, Cs 파형 전압, Cs 용량 및 액정 용량의 용량 결합에 의해, 화소에 대한 실효 전압을 부화소

마다 바꾸어 명·암의 부화소를 형성시켜, 이들 멀티 구동을 실현할 수 있다. 한편, 멀티 화소 구조(면적 계조

기술)에 대해서는, 예를 들어 일본 특허 공개 제2004-62146호 공보 등에 상세히 개시되어 있다. 

한편, 멀티 화소 구조로 하는 경우, 예를 들어 밝은 부화소의 면적이 어두운 부화소의 면적과 동일한 1:1 화소[0074]

분할 구조나, 밝은 부화소의 면적이 어두운 부화소의 면적의 1/3인 1:3 화소 분할 구조 등을 들 수 있다. 그 중

에서, 1:3 화소 분할 구조가 액정 디스플레이 화면이 비스듬한 시야각에서 하얗게 보이는 현상에 대한 대책(시

야각 개선)으로서 특히 효과적이다. 

한편,  밝은  부화소를  P1,  어두운  부화소를  P2로  하여,  어두운  부화소(P2)의  TFT(12b)에서  채널  누설된[0075]

경우에는, 밝은 부화소(P1)보다 비교적 결함으로서 인식되기 어렵다. 따라서, 밝은 부화소(P1)에만 수정용 배선

(19a)과 드레인 인출 배선(7a)이 중첩되는 부분(57a)을 마련하고(즉, 도 5에 있어서, 화소(P2)에는 중첩부(57

b)를 마련하지 않는다), 결함 화소 수정을 행하도록 해도 무방하다. 이렇게 하면, 화소 결함 수정 공정을 삭감

할 수 있고, 또한 개구율 저하도 억제할 수 있다.

본 실시형태에서는, 액티브 매트릭스 기판을 도 6과 같이 구성하는 것도 가능하다. 즉, 수정용 배선(19)을 화소[0076]

전극(17)의 슬릿(55)에 겹치도록 형성한다. 이와 같이, 화소 전극 슬릿(55) 하부에 화소 전극(17)과 다른 전위

의 수정용 배선(19)을 배치함으로써, 슬릿(55)에 있어서의 프린지 필드 효과가 보다 효과적으로 발현되고, 액정

의 배향 규제력이 향상된다. 또한, 광 누출도 방지할 수 있다. 또한, 개구율에 기여하지 않는 슬릿(55)의 하부

에 차광성 수정용 배선(19)을 형성함으로써, 수정용 배선(19)에 의한 개구율 저하를 피할 수 있다. 이 경우, 도

14와 같이, 화소 전극(17)의 슬릿(55)의 가능한 한 많은 부분의 하부(바람직하게 슬릿(55)의 하부 모두)에 저장

용량 배선(18)의 연신부(21)를 마련해 두면, 한층 효과적이다. 

또한 도 6과 같이, 드레인 인출 배선(7)의 (가능한 한 많은 부분)을 화소 전극(17)의 슬릿(55)과 겹치도록 형성[0077]

하는 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 개구율에 기여하지 않는 액정 분자 배향 제어용 슬릿(55) 하부에 차광성

드레인 인출 배선(7)을 형성함으로써, 드레인 인출 배선(7)에 의한 개구율 저하를 피할 수 있다. 또한, 광 누출

도 방지할 수 있다. 또한, 트랜지스터(12)에 동작 불량이 발생한 경우에, 드레인 인출 배선(7)을 액정 분자 배

향 제어용 슬릿(55)과의 중첩 부분(즉, 위에 화소 전극(17)이 없는 부분)에서 절단하는 것이 가능해져 절단 공

정이 용이해진다.

본 실시형태에서는, 액티브 매트릭스 기판을 도 8과 같이 구성하는 것도 가능하다. 즉, 컨택 영역 C1(의 드레인[0078]

인출 배선(7))에, 도면 중 상하 방향을 길이 방향으로 하는 직사각형 형상의 관통홀부(5a)(전극 비형성 영역)를
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마련한다. 그리고, 드레인 인출 배선(7)과 화소 전극(17)  사이에 배치되는 절연막(미도시)에, 상기 관통홀부

(5a)와 그 중간 정도 부분에서 대략 직각으로 교차하는, 도면 중 좌우 방향을 길이 방향으로 하는 직사각형 형

상의 홀을 마련한다. 이에 의해, 상기 절연막의 홀이 홀 개구부가 되어 컨택 홀(11a)이 형성되고, 이 컨택 홀

(11a) 내에서 드레인 인출 배선(7)과 화소 전극(17)이 접속된다. 또한, 컨택 영역 C2(의 드레인 인출 배선(7))

에, 도면 중 좌우 방향을 길이 방향으로 하는 직사각형 형상의 관통홀부(5b)(전극 비형성 영역)를 마련한다. 그

리고, 드레인 인출 배선(7)과 화소 전극(17) 사이에 배치되는 절연막(미도시)에, 상기 관통홀부(5b)와 그 중간

정도 부분에서 대략 직각으로 교차되는, 도면 중 상하 방향을 길이 방향으로 하는 직사각형 형상의 홀을 마련한

다. 이에 의해, 상기 절연막의 홀이 홀 개구부가 되어 컨택 홀(11b)이 형성되고, 이 컨택 홀(11b) 내에서 드레

인 인출 배선(7)과 화소 전극(17)이 접속된다. 이와 같이, 빛이 투과하지 않는 드레인 인출 배선(7)에 전극이

형성되어 있지 않은 관통홀부(5a·5b)(광투과부)를 마련함으로써, 광투과율(개구율)을 향상시킬 수 있다. 이에

더해, 컨택 홀(11)을, 그 개구부가 상기 관통홀부(5)와 교차하는 연신 형상이 되도록 형성하고 있기 때문에, 제

조 공정(포토리소그래피 등)에서의 위치 어긋남에 강하고, 전극 영역 및 화소 전극 사이의 컨택 면적의 변동(감

소)을 회피 혹은 대폭 억제할 수 있다. 이 도 8의 구성은, 드레인 인출 배선(7)의 컨택 영역이 화소 전극(17)의

슬릿(55)이나 액정 분자 배향 제어용 돌기(리브)의 하부에 형성되지 않는(할 수 없는) 경우에 특히 적합하다고

할 수 있다.

본 실시형태에서는, 도 1에 나타내는 바와 같이, 중첩부(57)의 형상을 사각형으로 하고 있지만 이것으로 한정되[0079]

지 않는다. 예를 들어, 원형, 삼각형, 반원형, 사다리꼴 등이어도 된다. 즉, 수정용 배선(19)의 일부가 게이트

절연막(23)을 개재하여 드레인 인출 배선(7)의 패턴에 겹치도록 마련되고, 적어도 레이저 조사용 영역이 확보되

어 있으면 된다. 또한, 중첩부(57)의 배치 장소도 특별히 한정되는 것은 아니다. 또한, 저장 용량 배선(18), 수

정용 배선(19), 혹은 저장 용량 배선 연신부(20)의 형성 위치도 상기한 각 구성으로 한정되지 않는다. 

상기 실시형태에서 얻어지는 액티브 매트릭스 기판과, 액티브 매트릭스 기판의 각 화소에 대응하도록 매트릭스[0080]

상으로 마련된 적, 녹, 청 중 어느 한 착색층과, 각 착색층 사이에 마련된 차광성의 블랙 매트릭스로 이루어지

도록 형성된 컬러 필터 기판을 접합하고, 액정을 주입·봉지함으로써 액정 표시 패널이 형성된다(도 10 참조).

이 액정 패널에 드라이버(액정 구동용 LSI) 등을 접속하고, 편광판이나 백라이트를 장착함으로써, 본 발명의 액

정 표시 장치가 형성된다.

이 액정 표시 장치를 적용한 TV 수신기에 대하여, 도 11 내지 도 13을 참조하면서 이하에 설명한다. [0081]

도 11은, TV 수신기용에 있어서의 액정 표시 장치(601)의 회로 블록이다. 액정 표시 장치(601)는, 도 11에 나타[0082]

내는 바와 같이, Y/C 분리 회로(500), 비디오 크로마(video-chroma) 회로(501), A/D 컨버터(502), 액정 컨트롤

러(503),  액정 패널(504),  백라이트 구동 회로(505),  백라이트(506),  마이컴(507),  계조 회로(508)를 구비한

구성으로 되어 있다. 상기 구성의 액정 표시 장치(601)에 있어서, 먼저 TV 신호의 입력 영상 신호는 Y/C 분리

회로(500)에 입력되고, 휘도 신호와 색 신호로 분리된다. 휘도 신호와 색 신호는 비디오 크로마 회로(501)에서

빛의 3 원색인 R, G, B로 변환되고, 다시 이 아날로그 RGB 신호는 A/D 컨버터(502)에 의해 디지털 RGB 신호로

변환되어 액정 컨트롤러(503)에 입력된다. 액정 패널(504)에서는 액정 컨트롤러(503)로부터의 RGB 신호가 소정

의  타이밍으로  입력됨과  함께,  계조  회로(508)로부터의  RGB  각각의  계조  전압이  공급되어 화상이 표시되게

된다. 이들 처리를 포함하여 시스템 전체의 제어는 마이컴(507)이 행하게 된다. 한편, 영상 신호로서, TV 방송

에 근거한 영상 신호, 카메라에 의해 촬상된 영상 신호, 인터넷 회선을 통해 공급되는 영상 신호 등, 여러 영상

신호에 근거하여 표시가능하다. 

또한, 본 TV 수상기는 도 12에 나타내는 바와 같이, 튜너부(600)와 액정 표시 장치(601)를 구비하고 있고, 튜너[0083]

부(600)는 TV 방송을 수신하여 영상 신호를 출력하고, 액정 표시 장치(601)는 튜너부(600)로부터 출력된 영상

신호에 근거하여 화상(영상) 표시를 행한다. 

또한, 본 TV 수신기는 예를 들어 도 13에 나타내는 바와 같이, 액정 표시 장치(601)를 제1 섀시(301)와 제2 섀[0084]

시(306)로 둘러싸도록 하여 협지한 구성으로 되어 있다. 제1 섀시(301)는 액정 표시 장치(601)로 표시되는 영상

을 투과시키는 개구부(301a)가 형성되어 있다. 또한, 제2 섀시(306)는 액정 표시 장치(601)의 배면측을 덮는 것

으로, 이 액정 표시 장치(601)를 조작하기 위한 조작용 회로(305)가 마련됨과 함께, 하방에 지지용 부재(308)가

부착되어 있다.

표시 장치로서는, 도 11에 나타낸 액정 표시 장치를 적용할 수 있지만, 유기 EL 표시 장치 등의 다른 표시 장치[0085]

에도 적용가능하다.
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한편, 본 발명은 액정 표시 장치에 한정되는 것은 아니며, 예를 들어 컬러 필터 기판과, 컬러 필터 기판과 대향[0086]

하도록 본 발명의 액티브 매트릭스 기판을 배치하고, 이들 기판과 기판 사이에 유기 EL층을 배치함으로써 유기

EL 패널로 하고, 패널의 외부 인출 단자에 드라이버 등을 접속함으로써 유기 EL 표시 장치를 구성하는 것도 가

능하다. 또한, 액정 표시 장치나 유기 EL 표시 장치 이외에도, 액티브 매트릭스 기판으로 구성되는 표시 장치이

면 본 발명은 적용가능하다.

산업상 이용가능성

본 발명의 액티브 매트릭스 기판은, 예를 들어 액정 TV에 적합하다.[0087]

부호의 설명

5a·5b…관통홀부[0088]

7…드레인 인출 배선(인출 배선)

8…드레인 전극

10…액티브 매트릭스 기판

11…컨택 홀

18·18a·18b…저장 용량 배선

19…수정용 배선

20…저장 용량 배선 연신부

12…TFT

15…데이터 신호선

16…주사 신호선

17…화소 전극

55…슬릿

57…중첩부

66…절결부

86x…액정 분자 배향 제어용 돌기

99…블랙 매트릭스
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专利名称(译) 有源矩阵基板和液晶显示器

公开(公告)号 KR100962793B1 公开(公告)日 2010-06-10

申请号 KR1020107000187 申请日 2006-07-28

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 TSUBATA TOSHIHIDE
OKADA YOSHIHIRO
오카다요시히로
BAN ATSUSHI
SUGIHARA TOSHINORI

发明人 츠바타,토시히데
오카다,요시히로
반,아츠시
스기하라,토시노리

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/136259 H01L27/13 H01L27/1214 G02F2001/136268 H01L2924/19041 G02F1/133707 
G02F2001/136263 H01L27/124 H01L27/1255

优先权 2005373485 2005-12-26 JP

其他公开文献 KR1020100010949A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

有源矩阵基板10包括晶体管12，连接到晶体管12的导电电极8之一的像
素电极17，以及有源矩阵基板，从晶体管（12）的一个导电电极（8）引
出的引出布线（7）和从存储电容器布线（18）引出的校正布线（19）图
19所示的引线7与引线7的一部分经由绝缘层重叠。结果，可以校正TFT
缺陷（例如，源电极和漏电极之间的短路），并且可以实现与高速显示
和功耗抑制相对应的TFT缺陷。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/051223cd-b416-4bfb-a5fc-25da48341acd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038217782/publication/KR100962793B1?q=KR100962793B1

